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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Haibieiteranordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung 

(§) Es wird eine Halbleitaranordnung angegeben, deren Mon- 
tage mit reduzierter Oicke und hoherer Dichte mdglich ist. 
IC-Gehause (17) werden in den jeweiligen Offnungen (12) 
auf beiden Seiten eines Substrats (1 1) in der Weise montiert, 
daS die entsprachenden Gehausakorper (18) halb in der 
jeweiligen Offnung (12) untergebracht sind, die in dem 
Substrat (11) ausgebiidet ist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft Halbleiteranordnungen und 
Verfahren zu ihrer Hersteilung. Dabei geht es darum, 
Halbleiteranordnungen zur Verfiigung zu haben, die ei- 
ne Montage mit geringer Dicke und hoher Dichte er- 
moglichen. 

Fig. 6 zeigt eine Seitenansicht einer herkommiichen 
Halbleiteranordnung. Wie aus Fig. 6 ersichtlich. weist 
die herkommliche Halbleiteranordnung eine Vielzahl 
von integrierten Halbleiterschaltungen in Gehausen auf, 
die nachstehend als IC-Gehause 2 bezeichnet werden 
und direkt auf der Oberseite und der Unterseite einer 
Hauptplatine 1 montiert sind. Das Bezugszeichen 3 be- 
zeichnet Kontaktflecken, die auf der Oberseite und der 
Unterseite der Hauptplatine 1 vorgeseiien sind, um die 
IC-Gehause 2 zu montieren. 

Bei den oben beschriebenen herkommiichen Halblei- 
teranordnungen, bei denen die IC-Gehause 2 direkt an 
der Oberseite und der Unterseite der Hauptplatine 1 
montiert sind, begrenzen die oberen und unteren Ober- 
flachen der Hauptplatine 1 den Montageraum. was 
Schwierigkeiten bereitet, wenn eine hohe Montagedich- 
te realisiert werden soil. AuBerdem bewirken die IC- 
Gehause 2, die in einer schwimmenden Weise auf der 
Hauptplatine 1 montiert sind, daB die Dicke bei der 
Montage hoch ist, so daB daraus eine geringe Montage- 
dichte resultiert. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die- 
se Schwierigkeiten der Praxis auszuraumen und Halb- 
leiteranordnungen sowie Verfahren zu ihrer Herstei- 
lung anzugeben, mit denen es mdglich ist, die Montage 
mit reduzierter Dicke und hoher Montagedichte auszu- 
fiihren. 

GemaB einem ersten Aspekt der Erfindung wird eine 
Halbleiteranordnung angegeben, die folgendes auf- 
weist: ein Substrat mit einer Offnung sowie integrierte 
Schaltungen in Gehausen, die jeweils einen Gehause- 
korper, der der Offnung gegenuberliegt, und Leitungen 
aufweist, welche von dem Gehausekorper aus vorste- 
hen und auf dem Substrat am Umfang der Offnung ab- 
gestiitzt und gehalten sind, wobei die integrierten Schal- 
tungen in den Gehausen an der Oberseite und der Un- 
terseite des Substrats bezQglich der Offnung angeord- 
net sind, wobei zumindest eines von den Gehausen mit 
den integrierten Schaltungen an der Oberseite und der 
Unterseite halb in der jeweiligen Offnung unterge- 
bracht ist. 

Da bei einer derartigen Halbleiteranordnung gemaB 
dem ersten Aspekt der Erfindung die integrierten Schal- 
tungen in den Gehausen an beiden Seiten eines Sub- 
strats montiert sind, wobei zumindest eines der Gehause 
mit den integrierten Schaltungen an der Oberseite und 
der Unterseite halb in einer Offnung des Substrats un- 
tergebracht ist, ist es moglich, die Dicke bei der Monta- 
ge zu reduzieren, ohne die Warmeabstrahlungseigen- 
schaften zu verringern. 

GemaB einem zweiten Aspekt der Erfindung sind bei 
der Halbleiteranordnung die Leitungen vorzugsweise 
gerade Leitungen, Damit wird in vorteilhafter Weise 
erreicht, daB die Gehause in einfacher Weise halb in der 
jeweiligen Offnung des Substrats untergebracht werden 
konnen. Mit anderen Worten, es wird eine Montage mit 
reduzierter Dicke ermoglicht, die auch die Leitungsbe- 
arbeitung erleichtert. 

GemaB einem dritten Aspekt der Erfindung weist die 
Halbleiteranordnung folgendes auf; Anschlusse fur au- 
Bere Verbindungen, die an der oberen Oberflache und 
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der unteren Oberflache des Substrats vorgesehen sind, 
wobei entsprechende Anschlusse fiir auBere Verbindun- 
gen an der Oberseite und der Unterseite elektrisch mit- 
einander verbunden sind und elektrisch mit den Leitun- 
gen auf derselben Oberflachenseite verbunden sind; und 
Lotbuckel, die auf den Anschliissen fiir auBere Verbin- 
dungen auf der einen Oberflachenseite des Substrats 
vorgesehen sind. 

GemaB diesem dritten Aspekt der Erfindung ermogli- 
chen die Lotbuckel auf den Anschliissen fiir auBere Ver- 
bindungen auf der einen Oberflache des Substrats, daB 
die Gehause in einfacher Weise in mehreren Stufen auf- 
einandergestapelt werden konnen, um die Montage- 
dichte zu erhohen. 

GemaB einem vierten Aspekt der Erfindung ist bei 
der Halbleiteranordnung eine Vielzahl von Halbleiter- 
anordnungen vorgesehen, die iibereinandergestapelt 
auf der einen Seite einer Hauptplatine vorgesehen und 
mit den Lotbuckeln angeschlossen und befestigt sind 

GemaB diesem vierten Aspekt der Erfindung sind 
Substrate, die jeweils mit IC-Gehausen auf beiden Sei- 
ten versehen sind, in einer mehrstufigen Anordnung auf 
einer Hauptplatine montiert, so daB die Montageflache 
reduziert und eine Anordnung mit hoher Dichte reali- 
siert wird. Da weiterhin jedes der Substrate, das mit den 
IC-Gehausen auf beiden Seiten versehen ist, eine redu- 
zierte Dicke besitzt, konnen diese Anordnungen in meh- 
reren Stufen ubereinander mit geringer Dicke stapelfor- 
mig montiert werden. 

GemaB einem fiinften Aspekt der Erfindung ist bei 
der Halbleiteranordnung eine Vielzahl von Halbleiter- 
anordnungen auf beiden Seiten der Hauptplatine 
iibereinandergestapelt vorgesehen und mit den Lot- 
buckeln angeschlossen und befestigt. Da die Substra- 
te, die jeweils mit IC-Gehausen auf beiden Seiten 
versehen sind, in mehreren Stufen ubereinander an 
beiden Seiten der Hauptplatine vorgesehen sind, kann 
die Montage mit einer noch groBeren Montagedichte 
realisiert werden, verg lichen mit der einseitigen, 
mehrstufigen Montage. 

GemaB einem sechsten Aspekt der Erfindung weisen 
die Anschliisse fur auBere Verbindungen der Halbleiter- 
anordnung Blindanschlusse auf, um die Anzahl der Lei- 
tungen zu vergroBern. 

Wenn gemaB dem sechsten Aspekt der Erfindung die 
IC-Gehause, die in mehreren Schichten oder Stufen auf- 
einander zu montieren sind, nicht gemeinsam verwend- 
bare Leitungen aufweisen, dann konnen die IC-Gehause 
in einer mehrstufigen Anordnung ohne weiteres mon- 
tiert werden, wobei man dann eine der nicht gemeinsam 
benutzbaren Leitungen mit einer Blindleitung bzw. ei- 
nem BlindanschluB verbindet. 

GemaB einem siebenten Aspekt der Erfindung weisen 
die Blindanschliisse der Halbleiteranordnung eine Viel- 
zahl von Blindanschliissen auf, die in mindestens einer 
linearen Anordnung ausgefluchtet sind, welche ver- 
schieden ist von einer linearen Anordnung, in der die 
anderen Anschliisse fiir auBere Verbindungen vorgese- 
hen sind, derart, daB unterschiedliche ausgefluchtete li- 
neare Anordnungen fiir die Blindanschlusse einerseits 
und die normalen Anschliisse andererseits vorgesehen 
sind. 

GemaB diesem siebenten Aspekt der Erfindung wird 
in vorteilhafter Weise erreicht, daB die Halbleiteranord- 
nungen den Anforderungen der Praxis fiir den Fall ge- 
nugen, daB eine Vielzahl von nicht gemeinsam verwend- 
baren Leitungen vorhanden ist. 

GemaB einem achten Aspekt der Erfindung sind bei 
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der Halbleiteranordnung die lineare Anordnung von 
Blindanschiiissen und die lineare Anordnung von den 
anderen Anschliissen fur auBere Verbindungen, die kei- 
ne Blindanschlusse sind, in einer versetzten Konfigura- 
tion ausgebildet. Eine derartige versetzte Konfiguration 
ermoglicht es, daB die Zwischenverbindungen in linea- 
rer Form ausgebildet sein Pconnen, was den Verdrah- 
tungsvorgang erleichtert. 

GemaB einem neunten Aspekt der Erfindung ist bei 
der Halbleiteranordnung das Substrat derart geformt, 
daB ein Teil des Substrats, der sich auf der einen Seite 
Oder einem Paar von gegeniiberliegenden Seiten der 
Offnung befindet, entfernt ist, so daB er dort die Offnung 
nicht umgibt. Mit einer derartigen Ausfiihrungsform 
wird in vorteilhafter Weise erreicht, daB die Fiache des 
Substrats um den Betrag des entfernten Teiles des Sub- 
strats reduziert werden kann. Damit wird ein geringerer 
Montageraum auf der Hauptpiatine benotigt, um die 
Effizienz der Montage zu steigern. 



fuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht einer Halblei- 
teranordnung zur Erlauterung einer dritten bevorzug- 
ten Ausfiihrungsform gemaB der Erfindung; 
5 Fig. 5 eine Teiidraufsicht auf eine Halbleiteranord- 
nung gemaB einer vierten bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung; 

Fig, 6 eine Seitenansicht einer herkommlichen Halb- 
leiteranordnung; 
10 Fig. 7 eine Draufsicht auf eine Halbleiteranordnung 
gemaB einer funften bevorzugten Ausfiihrungsform der 
Erfindung; 

Fig. 8 eine Draufsicht auf eine Halbleiteranordnung 
gemaB der funften bevorzugten AusfUhrungsform der 
15 Erfindung; 

Fig. 9 eine Teiidraufsicht auf eine Halbleiteranord- 
nung gemaB einer sechsten bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung; 
Fig. 10 eine Teiidraufsicht auf eine Haibleiteranord- 



GemaB einem zehnten Aspekt der Erfindung wird ein 20 nung gemaB der sechsten bevorzugten Ausfuhrungs- 



Verfahren zur Herstellung von Halbleiteranordnungen 
angegeben, mit dem sich Halbleiteranordnungen hoher 
Montagedichte realisieren lassen. In einem ersten Ver- 
fahrensschritt wird eine Vielzahl von Halbleiteranord- 
nungen auf der einen Seite einer Hauptpiatine aufeinan- 25 
dergestapelt, wobei eutektische oder Hochtemperatur- 
Lotbuckel als Lotbuckel verwendet werden und ein 
FiuBmittel oder eine Lotpaste den angrenzenden Berei- 
chen zwischen den Lotbuckeln und anderen Bereichen 
zugeftihrt wird. In einem zweiten Schritt werden diese 
Lotbuckel geschmolzen, um die Vielzahl von Halbleiter- 
anordnungen, die beim ersten Schritt auf der einen 
Oberflache der Hauptpiatine aufeinandergestapelt wor- 
den sind, elektrisch anzuschlieBen und zu befestigen. In 
einem dritten Verfahrensschritt wird die Hauptpiatine 
umgedreht, und es wird eine Vielzahl von Halbleiteran- 
ordnungen auf der anderen Seite der Hauptpiatine 
ubereinandergestapelt, wobei Niedertemperatur-Lot- 
buckel als Lotbuckel verwendet werden und ein FluB- 
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form der Erfindung; und in 

Fig. 1 1 eine Seitenansicht zur Erlauterung einer mo- 
difizierten Halbleiteranordnung gemaB der Erfindung. 

Erste Ausfiihrungsform 

Fig. 1 zeigt in der Draufsicht eine Halbleiteranord- 
nung gemaB einer ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung, wahrend Fig. 2 eine schematische 
Seitenansicht einer derartigen Halbleiteranordnung 
zeigt. Die Halbleiteranordnung hat ein Substrat 11. 
Das Substrat 11 hat zwei Offnungen 12, die mit sei- 
nen Ober- und Unterseiten in Verbindung stehen. Am 
Umfang von jeder Cffnung 12 sind Lotaugen oder 
aligemein Kontaktflecken 13 zur Montage von IC- 
Gehausen an der Oberseite und der Unterseite des 
Substrats 11 vorgesehen. An den AuBenseiten der 
Kontaktflecken 13 auf der Oberseite und der Unter- 
seite des Substrats 11 sind Kontaktflecken 14 fur au- 
mittel oder eine Lotpaste den angrenzenden Bereichen 40 Bere Anschliisse vorgesehen, die als auBere Verbin- 

dungsanschlusse entsprechend den Kontaktflecken 13 
zur Montage der IC-Gehause dienen. 

Entsprechende Kontaktflecken der Kontaktflecken 
14 fur auBere Anschliisse und der Kontaktflecken 13 zur 
45 Montage des IC-Gehauses sind iiber Zwischenverbin- 
. dungen 15, die auf dem Substrat 11 vorgesehen sind, 
elektrisch verbunden. Ferner sind vertikal einander ent- 
sprechende Kontaktflecken der Kontaktflecken 14 fiir 
auBere Anschlusse an der Oberseite und der Unterseite 
50 des Substrats 11 durch Leiter, die beispielsweise in 
Durchgangslochern vorgesehen sind, elektrisch mitein- 
ander verbunden. Auf einer der Oberflachen des Sub- 
strats 11, bei der AusfUhrungsform gemaB Fig. 2 an der 
Unterseite, sind Lotbuckel 16 zur Verbindung nach au- 
55 Ben auf den Kontaktflecken 14 fiir auBere Anschliisse 
vorgesehen. 

Das IC-Gehause 17 hat einen Gehausekorper 18 und 
gerade Leitungen 19, die in Querrichtung von den rech- 
ten und linken Seiten des Gehausekorpers 18 gerade 
60 vorstehen. Der Gehausekorper 18 ist halb in der Off- 
nung 12 des Substrats 11 untergebracht. Das bedeutet, 
daB etwa die Halfte des Gehausekorpers 18 in der Off- 
nung 12 untergebracht ist und die andere Halfte nach 
auBen freiliegt. Die geraden Leitungen 19 sind an ent- 
55 sprechenden Kontaktflecken 13 zur VIontage des IC- 
Gehauses befestigt und mit diesen elektrisch verbunden, 
so daB sie von dem Substrat It an der Peripherie der 
Offnung 12 getragen sind. Derartiee IC-Gehause 17 sind 



zwischen den Lotbuckeln und anderen Bereichen zuge- 
ftihrt wird. In einem vierten Schritt werden dann die 
zuletzt aufgebrachten Lotbuckel geschmolzen, um die 
Vielzahl von Halbleiteranordnungen, die in dem dritten 
Schritt auf der anderen Seite der Hauptpiatine iiberein- 
andergestapelt worden sind, elektrisch anzuschlieBen 
und zu befestigen. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren gemaB dem 
zehnten Aspekt der Erfindung ist es so, daB auch in 
einem Falle, in welchem die Substrate mit den IC-Ge- 
hausen auf beiden Seiten in mehreren Stufen an beiden 
Seiten der Hauptpiatine montiert sind, verhindert wer- 
den kann, daB die Substrate, auch wenn sie schwer sind, 
von der Riickseite der Hauptpiatine wahrend der Her- 
stellung abfallen, so daB eine zuverlassige doppelseitige 
Montage gewahrleistet ist. 

Die Erfindung wird nachstehend, auch hinsichtlich 
weiterer Merkmale und Vorteile, anhand der Beschrei- 
bung von Ausfiihrungsbeispielen und unter Bezugnah- 
me auf die beiliegenden Zeichnungen naher erlautert. 
Die Zeichnungen zeigen in 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Halbleiteranordnung 
gemaB einer ersten bevorzugten Ausfiihrungsform der 
Erfindung; 

Fig. 2 eine Seitenansicht der Anordnung gemaB 
Fig- 1 ; 

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht einer Halblei- 
teranordnung gemaB einer zweiten bevorzugten Aus- 
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an beiden Seiten, der Oberseite und der Unterseite, des 
Substrats 11 fur jede Offnung 12 vorgesehen. 

Das Prozedere fur die Installation ist folgenderma- 
Ben. Zunachst einmal werden IC-Gehause 17 an der 
Oberseite des Substrats 11 positioniert und dann die 
geraden Leitungen 19 mit der Aufschmelz-Lottechnik 
an den Kontaktflecken 13 zur Montage des lOGehau- 
ses angelotet. AnschlieBend wird das Substrat 11 umge- 
dreht, und dann werden IC-Gehause 17 in gleicher Wei- 
se an der Unterseite des Substrats 1 1 angelotet. 

GemaB dieser ersten bevorzugten Ausfuhrungsform 
ermoglicht die Montage der IC-Gehause 17 an beiden 
Seiten des Substrats 11, bei dem die IC-Gehause 17 halb 
in den Offnungen 12 des Substrats 11 untergebracht 
sind, eine Reduzierung hinsichtlich der Dicke. Da wei- 
terhin etwa der halbe Gehausekorper 18 zur AuBenseite 
hin freiliegt, wird das Warmeabstrahlungsvermogen fast 
uberhaupt nicht verschlechtert, auch wenn seine andere 
Halfte in der Offnung 12 untergebracht ist. Ferner er- 
leichtert die Verwendung von geraden Leitungen 19 die 
Leiterverarbeitung. Weiterhin ermogiichen die Lotbuk- 
kel 16, die auf den Kontaktfiecken 14 fur auBere An- 
schlusse auf der einen Oberflache des Substrats 11 vor- 
gesehen sind, in einfacher Weise, daB die Gehause in 
mehreren Schichten oder Etagen aufeinandergestapelt 
werden konnen, wie es nachstehend im Zusammenhang 
mit bevorzugten Ausfiihrungsfornien erlautert ist, um 
ihre Montagedichte zu erhohen. 

Zweite bevorzugte Ausfuhrungsform 



Fig. 3 zeigt eine schematische Seitenansicht einer 
Halbleiteranordnung gemaB einer zweiten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung. Diese Halbleiteran- 
ordnung weist eine Hauptplatine 20 auf. Kontaktfiecken 
21 zum Montieren eines IC-Gehause-Montagesubstrats 
sind an der Oberseite der Hauptplatine 20 vorgesehen. 
Ein Substrat 11, bei dem die IC-Gehause 17 an beiden 
Seiten montiert sind, wie es im Zusammenhang mit der 
ersten bevorzugten Ausfuhrungsform erlautert ist, ist an 
den Kontaktfiecken 21 uber die Lotbuckel 16 befestigt 
und elektrisch angeschlossen. 

An den Kontaktfiecken 14 fur auBere Anschlusse an 
der Oberseite der ersten Stapelstufe des Substrats 11 ist 
ein Substrat 11, an dem die IC-Gehause 17 an beiden 
Seiten montiert sind, wie es im Zusammenhang mit der 
ersten bevorzugten Ausfuhrungsform beschrieben ist, 
mittels der Lotbuckel 16 weiter befestigt und elektrisch 
angeschlossen. Auf diese Weise ist eine Vlelzahl von 
Substraten 11, die jeweils die IC-Gehause 17 an beiden 
Seiten haben, wie es im Zusammenhang mit der ersten 
Ausfuhrungsform beschrieben ist, in einer Vielzahl von 
Etagen oder Stufen auf der einen Oberflache der Haupt- 
platine 20 aufeinandergestapelt und mittels der Lotbuk- 
kel 16 angeschlossen und befestigt 

Der Vorgang zum Befestigen und Verbinden lauft 
folgendermaBen ab. Zunachst einmal werden die Sub- 
strate 11, welche die IC-Gehause 17 an beiden Seiten 
haben, die im Zusammenhang mit der ersten bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform erlautert worden sind, in einer 
mehrstufigen Anordnung auf der Oberseite der Haupt- 
platine 20 angeordnet. Zu diesem Zeitpunkt wird em 
FluBmittel oder eine Lotpaste den angrenzenden Berei- 
chen zwischen den Lotbuckeln 16 und den Kontaktflek- 
ken 14 und 21 zugefuhrt. Als nachstes werden die Lot- 
buckel 16 geschmolzen, um die mehrstufig angeordne- 
ten Substrate 11 und die Hauptplatine 20 zu verbinden 
und aneinander zu befestigen. 



GemaB dieser zweiten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ermoglicht das Anbringen der Substrate 11, die 
jeweils die IC-Gehause 17 an beiden Seiten haben, in 
einer mehrstufigen Anordnung auf der Hauptplatine 20 

5 eine Verringerung der Montageflache und fiihrt zu ei- 
ner Realisierung einer hohen Montagedichte. Da wei- 
terhin die Substrate 11, welche die IC-Gehause 17 an 
beiden Seiten montiert haben, eine reduzierte Dicke 
besitzen. erfordert deren Montage in einer Vielzahl von 

10 Stapelstufen keine groBe Dicke. 

Dritte bevorzugte Ausfuhrungsform 

Fig. 4 zeigt eine schematische Seitenansicht einer 
15 Halbleiteranordnung gemaB einer dritten bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform der Erfindung. Die Hauptplatine 
20 dieser Halbleiteranordnung hat Kontaktfiecken 21, 
um ein IC-Gehause-Montagesubstrat sowohl an sei- 
ner Oberseite als auch an seiner Unterseite zu mon- 
20 tieren. Wahrend die zweite Ausfuhrungsform eine 
Struktur zeigt, bei der die Substrate 11 mit den an 
beiden Seiten montierten IC-Gehausen 17 gemaB der 
ersten bevorzugten Ausfuhrungsform in mehreren 
Stufen aufeinandergestapelt und nur an der einen 
25 Oberflache der Hauptplatine angeschlossen und befe- 
stigt sind, zeigt diese dritte bevorzugte Ausfuhrungs- 
form eine Struktur, bei der die Substrate 11 mit den 
an beiden Seiten montierten IC-Gehausen 17 gemaB 
der ersten bevorzugten Ausfuhrungsform in mehreren 
30 Stufen aufeinandergestapelt und auch mit der ande- 
ren Oberflache der Hauptplatine 20 verbunden und 
daran befestigt sind. 

Das Verfahren zum AnschlieBen und Befestigen lauft 
folgendermaBen ab. Zunachst einmal werden gemaB 
35 dem Verfahren der zweiten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form die Substrate 11 mit den daran montierten IC-Ge- 
hausen 17 jeweils auf beiden Seiten gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform auf der einen Oberflache der Haupt- 
platine 20 angeschlossen und befestigt Zu diesem Zeit- 
40 punkt werden eutektische Lote oder Hochtemperatur- 
Lotbuckel als Lotbuckel 16a verwendet Dann wird die 
Hauptplatine 20 umgedreht 

AnschlieBend werden gemaB dem anhand der zwei- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform erlauterten Verfah- 
45 ren die Substrate 11 mit den jeweils an beiden Seiten 
montierten IC-Gehausen 17 gemaB der ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform ebenfalls in mehreren Stufen 
auf der anderen Oberflache der Hauptplatine 20 befe- 
stigt und angeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt werden 
50 Lotbuckel fur niedrigeTemperaturen als Lotbuckel 16b 
verwendet. Damit wird verhindert, daB die Lotbuckel 
16a, die vorher geschmolzen und befestigt worden sind, 
erneut schmelzen, wenn die Lotbuckel 16b geschmolzen 
werden; damit wird verhindert, daB die mehrstufigen 
55 Anordnungen von Substraten 11 von der Ruckseite der 
Hauptplatine 20 abfallen, auch wenn sie schwer sind, so 
daB eine doppelseitige mehrstufige Montage gewahrlei- 
stet ist. 

GemaB der dritten bevorzugten Ausfuhrungsform 
60 wird mit der Montage der Substrate 11, an denen die 
IC-Gehause 17 an beiden Seiten montiert sind, in einer 
mehrstufigen Anordnung auf beiden Seiten der Haupt- 
platine 20 eine noch hohere Montagedichte als bei der 
zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform realisiert. 

Vierte bevorzugte Ausfuhrungsform 



Fig. 5 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine 
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Halbleiteranordnung gemaB einer vierten bevorzugien 
Ausfiihrungsform der Erfindung. Diese vierte bevorzug- 
te Ausfuhrungsform ist effizient und vorteilhaft, wenn 
IC-Gehause 17, die in einer Vielzahl von Stufen eiek- 
trisch angeschlossen sind, einige Leitungen nicht ge- 5 
meinsam verwenden konnen. Bei der Anordnung gemaB 
Fig. 5 konnen bei den IC-Gehausen 17, die an der Ober- 
seite und der Unterseite des Substrates 11 montiert sind, 
die Leitung I9a des IC-Gehauses 17 an der Oberseite 
und die Leitung 19b des IC-Gehauses an der Unterseite 10 
nicht gemeinsam benutzt werden. 

GemaB der vierten bevorzugten Ausfuhrungsform 
hat das Substrat 11 fiir den Zweck, die nicht gemeinsam 
verwendbaren Leitungen 19 separat zu verdrahten, zu- 
satzliche Kontaktflecken fiir auBere Anschliisse, d. h. 15 
Biindkontaktflecken 14a, die an der Oberseite und der 
Unterseite vorgesehen sind, urn die Leitungen 19 zah- 
lenmaBig zu iibertreffen. Entsprechende Kontaktflek- 
ken der oberen und unteren Biindkontaktflecken 14a 
sind auch elektrisch miteinander verbunden wle die nor- 20 
maien Kontaktflecken 14 fiir auBere Anschiusse. Bei 
dem Beispiel gemaB Fig. 5 ist die Leitung 19a des IC- 
Gehauses 17 an der Oberseite elektrisch verbunden mit 
dem normalen Kontaktfleck 14 fur auBere Anschiusse, 
und zwar uber die Zwischenverbindung 15, und die Lei- 25 
tung 19b des IC-Gehauses 17 an der Unterseite ist mit 
dem Blindkontaktfleck 14a iiber die Zwischenverbin- 
dung 15 elektrisch verbunden. 

GemaB der vierten bevorzugten Ausfuhrungsform ist 
es mdglich, die IC-Gehause in mehreren Stufen zu mon- 30 
tieren, wie es in Fig. 3 oder Fig. 4 dargestellt ist, auch 
wenn Leitungen vorhanden sind, die nicht gemeinsam 
verwendbar sind. 

Funfte bevorzugte Ausfuhrungsform 35 



Die Fig. 7 und 8 zeigen Draufsichten von Halbleiter- 
anordnungen gemaB einer funften bevorzugten Ausfiih- 
rungsform der Erfindung, Die Halbleiteranordnung ge- 
maB Fig. 7 weist im Unterschied zu der Halbleiteran- 40 
ordnung gemaB der in Fig. 1 dargestellten ersten bevor- 
zugten Ausfuhrungsform ein Substrat 11 auf, das so ge- 
formt ist, daB ein Teil des Substrates 11, welches sich an 
der einen Seite (unterer Bereich in Fig. 7) von jeder der 
Offnungen 12 befindet, entfernt ist, so daB es die Offnun- 45 
gen 12 dort nicht umgibt. 

Die Halbleiteranordnung gemaB Fig. 8 weist im Un- 
terschied zu der Halbleiteranordnung gemaB der in 
Fig. 1 dargestellten ersten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ein Substrat 11 auf, das so geformt ist, daB Teiie 50 Ferner ermogiicht die versetzte Anordnung der Biind- 



Sechste bevorzugte Ausfuhrungsform 

Die Fig. 9 und 10 zeigen Teildraufsichten auf Halblei- 
teranordnungen gemaB einer sechsten bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung. Die Halbleiteranord- 
nungen gemaB Fig, 9 und 10 weisen Blindkontaktflek- 
ken 14a ahnlich wie bei der vierten bevorzugten Aus- 
fuhrungsform gemaB Fig. 5 auf. Bei der Halbleiteran- 
ordnung gemaB Fig. 5 sind die Biindkontaktflecken 14a 
mit den normalen Kontaktflecken 14 fiir auBere An- 
schiusse in einer Liaie ausgefluchtet. 

Hingegen sind die Biindkontaktflecken 14a bei den 
Halbleiteranordnungen gemaB Fig. 9 und 10 auBerhalb 
der linearen Matrix von normalen Kontaktflecken 14 
fur auBere AnschlUsse 14 ausgefluchtet. Wie sich aus 
Fig. 9 ergibt, sind die Biindkontaktflecken 14a unmittel- 
bar neben den normalen Kontaktflecken 14 fur aufiere 
Anschiusse positioniert. Wie sich aus Fig. 10 ergibt, sind 
die lineare Matrix der Biindkontaktflecken 14a und die 
lineare Matrix der normalen Kontaktflecken 14 fiir au- 
Bere Anschliisse in einer versetzten Konfiguration an- 
geordnet. Im iibrigen ist der Aufbau der Halbleiteran- 
ordnungen gemaB Fig. 9 und 10 ahnlich den Halbleiter- 
anordnungen gemaB Fig. 5. 

Die sechste bevorzugte Ausfiihrungsform bietet die 
nachstehend beschriebenen Vorteile zusatzlich zu dem 
oben beschriebenen Vorteil der vierten bevorzugten 
Ausfiihrungsform. Genauer gesagt, wenn es eine Viel- 
zahl von Leitungen gibt, die nicht gemeinsam von den 
oberen und unteren Oberflachen verwendet werden 
konnen, dann begrenzt die Anzahl der einzigen linearen 
Anordnung von Kontaktflecken gemaB Fig. 5 die An- 
zahl von Biindkontaktflecken 14a auf eine kleine An- 
zahl, so daB die Erfordernisse der Praxis nicht in hinrei- 
chendem MaBe erfiillt werden. 

In einem solchen Falle ermogiicht das Vorsehen der 
linearen Anordnung oder Matrix von Blindkontaktflek- 
ken 14a neben der linearen Anordnung oder Matrix von 
normalen Kontaktflecken 14 fur auBere Anschliisse, al- 
so die Anordnung von zwei linearen Anordnungen oder 
Matrizen von Kontaktflecken gemaB Fig. 9 und 10, daB 
eine groBere Anzahl von Biindkontaktflecken 14a zur 
Verfiigung steht, so daB die Erfordernisse der Praxis in 
ausreichendem MaBe berucksichtigt sind. 

Um die Anzahl von den vorzusehenden Biindkontakt- 
flecken 14a zu erhohen, sollte die Anzahl von linearen 
Anordnungen von Biindkontaktflecken 14a vergroBert 
werden, mit anderen Worten, die Biindkontaktflecken 
14a sollten in drei oder mehr Reihen angeordnet sein. 



des Substrats 1 1, die sich an einem Paar von gegeniiber- 
iiegenden Seiten (oberer und unterer Bereich in Fig. 8) 
von jeder der Offnungen 12 befinden, entfernt sind, so 
daB sie die Offnungen 12 dort nicht umgeben. 

im iibrigen ist der Aufbau der Halbleiteranordnungen 
gemaB Fig. 7 und 8 ahnlich dem Aufbau von den Halb- 
leiteranordnungen gemaB Fig. 1 und 2. Somit konnen 
die Halbleiteranordnungen gemaB Fig. 7 und 8 in einer 
mehrstuiigen Montagekonfiguration gruppiert werden, 
wie es in Fig. 3 und 4 dargestellt ist. 

GemaB der funften bevorzugten Ausfiihrungsform 
verringert das teilweise Entfernen des Substrates 11 die 
Flache des Substrats 11 entsprechend. Dies erfordert 
dann nur noch einen kleineren Montageraum auf der 
Hauptplatine, so daB die Montageeffizienz erhoht wird. 



60 



kontaktflecken gemaB Fig. 10, daB die Zwischenverbin- 
dungen 15 eine lineare Form haben konnen, was den 
Verdrahtungsvorgang erieichtert 

Modifikationen 

Die Gestait der Leitungen 19 ist nicht auf gerade 
Leitungen beschrankt. Es ist lediglich erforderlich, daB 
die Leitungen so geformt sind, daB der Gehausekorper 
18 halb in der jeweiligen Offnung 12 des Substrates 11 
untergebracht ist, wenn die Leitungen 19 auf dem Sub- 
strat 11 abgestutzt sind. Damit wird eine Reduzierung 
der Dicke realisiert, ohne die Warmeabstrahlung zu be- 
eintrachtigen. 

Der Ausdruck "halb untergebracht" hat im Rahmen 
der vorliegenden Erfindung die Bedeutung eines gene- 
rellen Konzeptes. das nicht nur den Fall umfaBt. in wel- 
chem. der Gehausekorper 18 in der jeweiligen Offnung 
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12 des Substrates tl etwa zur Halfte untergebracht ist, 
sondern auch diejenigen Falle, wo ein beliebiger Anteil 
des Gehausekorpers in dieser Offnung 12 untergebracht 
ist. Wenn nur ein Teil des Gehausekorpers 18 aus der 
Offnung 12 heraus vorsteht und freiliegt, so tragt dies zu 5 
einer Reduzierung der Dicke der Gesamtanordnung bei, 
ohne die Warmeabstrahlung ernstlich zu verringern. 

Bei den oben beschriebenen Ausfuhrungsformen sind 
weiterhin beide Gehausekorper 18 an der Unterseite 
und der Oberseite des Substrates 11 in der jeweiligen 10 
Offnung 12 halb untergebracht. Es kann jedoch auch nur 
der eine Gehausekorper 18, beispielsweise der Gehau- 
sekorper 18 an der Unterseite der Anordnung gemaB 
Fig- 1 1 halb in der Offnung 12 untergebracht sein. Da in 
einem solchen Falle die Dicke des Substrats 11, die es 15 
ermogiicht, daB der eine der Gehausekorper 18 in der 
Offnung 12 halb untergebracht wird, ausreichend ist, 
kann das Substrat 1 1 relativ dunn sein. 

Im allgemeinen ist es bekannt, daS ein Randabstand 
zwischen dem Ende des Substrats und einem Leitungs- 20 
muster auf dem Substrat proportional zu der Dicke des 
Substrats 11 ist, und zwar hinsichtlich der Zuverlassig- 
keit wahrend der Bearbeitung der auBeren Gestalt des 
Substrats. Bei der Ausfiihrungsform der Halbleiteran- 
ordnung gemaB Fig. 1 1 sorgt somit das relativ dunne 25 
Substrat fiir den kQrzeren Randabstand, so daB es mog- 
lich ist, eine Reduzierung der GroBe der Anordnung zu 
erreichen. 

Auch wenn die beschriebenen Ausfuhrungsformen 
Falle zeigen, in denen die Leitungen 19 von den gegen- 30 
uberliegenden beiden Seiten des Gehausekorpers 18 
vorstehen, kann die vorliegende Erfindung in ahnlicher 
Weise auch in denjenigen Fallen Anwendung finden, in 
denen diese Leitungen von vier Seiten vorstehen, wobei 
dies bei der funften Ausfuhrungsform nur mit Ein- 35 
schrankungen gilt 

Patentanspriiche 

1 . Halbleiteranordnung, umfassend 40 

— ein Substrat (1 1) mit einer Offnung (12); und 

— integrierte Schaltungen in Gehausen (17), 
die jeweils einen Gehausekorper (18), der der 
Offnung (12) gegeniiberliegt, und Leitungen 
(19) aufweisen, die von dem Gehausekorper 45 
(18) aus vorstehen und auf dem Substrat (11) 
am Umfang der Offnung (12) abgestutzt sind, 
wobei die integrierten Schaltungen in Gehau- 
sen (17) an der Oberseite und der Unterseite 
des Substrats (11) bezuglich der Offnung (12) 50 
angeordnet sind, wobei zumindest eine von 
den integrierten Schaltungen in Gehausen (17) 
an der Oberseite und der Unterseite halb in 
der Offnung (12) untergebracht ist. 

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch 55 
gekennzeichnet, daS die Leitungen (19) gerade Lei- 
tungen sind. 

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
gekennzeichnet durch 

— Anschlusse (14) fiir auBere Verbindungen, eo 
die auf der Oberseite und der Unterseite des 
Substrats (11) angeordnet sind und mit den 
Leitungen (19) auf der jeweiligen Oberflachen- 
seite elektrisch verbunden sind, wobei entspre- 
chende Anschlusse fur die auBere Verbindung 65 
an der Oberseite und der Unterseite elektrisch 
miteinander verbunden sind, und 

— Lotbuckel (16), die auf den Anschliissen (14) 
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fur auBere Verbindungen auf der einen Ober- 
flachenseite des Substrats (11) vorgesehen 
sind. 

4. Halbleiteranordnung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Vielzahl von Halbleiier- 
anordnungen auf der einen Seite einer Hauptplati- 
ne (20) aufeinandergestapelt und mit den Lotbuk- 
keln (16) verbunden und befestigt sind. 

5. Halbleiteranordnung nach Anspruch 3 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Vielzahl von 
Halbleiteranordnungen iibereinandergestapelt auf 
beiden Seiten der Hauptplatine (20) angeordnet 
und mit den Lotbuckeln (16) verbunden und befe- 
stigt sind. 

6. Halbleiteranordnung nach einem der Anspruche 
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Anschlusse 
(14) fiir auBere Verbindungen einen BlindanschluB 
(14a) aufweisen, um die Anzahl der Leitungen (19) 
zu vergroBern. 

7. Halbleiteranordnung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB der BlindanschluB (14a) eine 
Vielzahl von Blindanschlussen (14) aufweist, die in 
mindestens einer linearen Anordnung ausgefluch- 
tet sind, die sich von einer linearen Anordnung un- 
terscheiden, in der die von den Blindanschlussen 
(14a) verschiedenen Anschlusse (14) fiir auBere 
Verbindungen ausgefluchtet sind. 

8. Halbleiteranordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daS die lineare Anordnung von 
Blindanschlussen (14a) und die lineare Anordnung 
der von den Blindanschlussen (14a) verschiedenen 
Anschlussen (14) fur auBere Verbindungen in einer 
versetzten Konfiguration ausgebildet sind. 

9. Halbleiteranordnung nach einem der Anspruche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat 
(11) so geformt ist, daB ein Teil des Substrats (11), 
der sich an der einen Seite oder an einem Paar von 
gegenUberliegenden Seiten der Offnung (12) befin- 
det, entfernt ist, so daB er dort die Offnung (12) 
nicht umgibt. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteran- 
ordnung nach einem der Anspruche 1 bis 9, gekenn- 
zeichnet durch foigende Verfahrensschritte: 

— einen ersten Schritt, bei dem eine Vielzahl 
von Halbleiteranordnungen auf der einen Sei- 
te einer Hauptplatine (20) ubereinandergesta- 
pelt werden, wobei eutektische oder Hoch- 
temperatur-Lotbuckel als Lotbuckel (16) ver- 
wendet werden und ein FluBmittel oder eine 
Lotpaste den angrenzenden Bereichen zwi- 
schen den Lotbuckeln (16) und anderen Berei- 
chen zugefiihrt wird, 

— einen zweiten Schritt, bei dem die Lotbuk- 
kel (16) geschmolzen werden, um die Vielzahl 
von Halbleiteranordnungen, die bei dem er- 
sten Schritt auf der einen Oberflache der 
Hauptplatine (20) aufeinandergestapelt wor- 
den sind, anzuschlieBen und zu befestigen, 

— einen dritten Schritt, bei dem die Hauptpla- 
tine (20) umgedreht wird und eine Vielzahl von 
Halbleiteranordnungen auf der anderen Seite 
der Hauptplatine (20) ubereinandergestapelt 
werden, wobei Niedertemperatur-Lotbuckel 
als Lotbuckel (16) verwendet werden und ein 
FluBmittel oder eine Lotpaste den angrenzen- 
den Bereichen zwischen den Lotbuckeln (16) 
und anderen Bereichen zugefiihrt wird, und 

— einen vierten Schritt, bei dem die Lotbuckel 
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(16) geschmolzen werden, um die Vielzahi von 
Haibieiteranordnungen anzuschlieBen und zu 
befestigen, die bei dem dritten Schritt auf der 
anderen Seite der Hauptpiatine (20) aufeinan- 
dergestapelt worden sind. 5 
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